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본 발명은 액정표시소자용 박막 트랜지스터에 관한 것으로, 본 발명에 따른 액정표시소자용 박막 트랜지스터는

기판 상에 형성된 게이트 전극과, 작용기(functional group), 금속산화계(Metal  oxide), 실리콘(Si) 및 산소

(O)가 결합된 구조가 구비된 고유전율 절연물질로 형성된 게이트 절연막과, 상기 게이트 절연막 상에 형성된 소

스전극 및 드레인전극이 구비된다. 

대표도 - 도1
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특허청구의 범위

청구항 1 

기판 상에 형성된 게이트 전극과, 

상기 게이트 전극 상에 작용기(functional group), 금속산화계(Metal  oxide), 실리콘(Si) 및 산소(O)가 결합

된 구조의 고유전율 절연물질로 형성된 게이트 절연막과, 

상기 게이트 절연막 상에 형성된 소스전극 및 드레인전극이 구비된 액정표시장치용 박막 트랜지스터. 

청구항 2 

제1 항에 있어서, 상기 고유전율 절연물질은 

실리콘(Si)-산소(O)-금속산화계(Me)로 이루어진 단위결합으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정표시소자용

박막 트랜지스터.

청구항 3 

제2 항에 있어서, 상기 실리콘 및 상기 금속산화계가 6개의 꼭지점들에 각각 배치되어 래더(ladder)형 단위구조

로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자용 박막 트랜지스터.

청구항 4 

제2 항에 있어서, 상기 실리콘 및 상기 금속산화계가 8개의 꼭지점들에 각각 배치되어 캐이지(cage)형 단위구조

로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자용 박막 트랜지스터.

청구항 5 

제2 항에 있어서, 상기 실리콘 및 상기 금속산화계가 9~18개의 꼭지점들에 각각 배치되어 캐이지(cage)형 단위

구조로 형성되는 것을 특징으로 하는 액정표시소자용 박막 트랜지스터.

청구항 6 

제1 항에 있어서, 상기 고유전율 절연물질은 

금속산화계(Me)-산소(O)-금속산화계(Me)로 이루어진 단위결합으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정표시소자

용 박막 트랜지스터.

청구항 7 

제1 항에 있어서, 상기 고유전율 절연물질은 

실리콘(Si)-산소(O)- 실리콘(Si)로 이루어진 단위결합으로 이루어지는 것을 특징으로 하는 액정표시소자용 박막

트랜지스터.

청구항 8 

제1 항에 있어서, 상기 작용기는 

유기 그룹(Group), 무기 고분자, 유/무기 하이브리드(Hybrid) 고분자, 단독 유기 고분자 및 복합 유기 고분자

중 어느 하나로 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자용 박막 트랜지스터. 

청구항 9 

제1 항에 있어서, 상기 금속산화계는 

Barium  strontium  titanate,  Barium  zirconate  titanate,  Lead  zirconate  titanate,  Lead  lanthanum

titanate, Strontium titanate, Barium titanate, Barium magnesium fluoride, Bismuth titanate, Strontium

bismuth tantalate, Strontium bismuth tanalate niobate, Al2O3, MgO, CaO, ZrSiO4, HfSiO4, Y2O3, ZrO2, HfO2,
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SrO, La2O3, Ta2O5, BaO, TiO2 중 어느 하나로 구비하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자용 박막 트랜지스터. 

청구항 10 

제1 항에 있어서, 상기 게이트 절연막과 상기 소스/드레인전극 사이에 형성된 반도체층을 더 구비하는 것을 특

징으로 하는 액정표시소자용 박막 트랜지스터. 

청구항 11 

제10 항에 있어서, 상기 반도체층은 실리콘층으로 형성하는 것을 특징으로 하는 액정표시소자용 박막 트랜지스

터. 

청구항 12 

제10 항에 있어서, 상기 반도체층은 LCPBC(liquid Crystalline Polyfluorene Block copolymer),

펜타센(Pentacene) 및 폴리사이오핀(polythiophene) 중 어느 하나인 유기반도체층으로 형성하는 것을 특징으로

하는 액정표시소자용 박막 트랜지스터. 

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 액정표시소자용 박막 트랜지스터에 관한 것이다.<2>

최근에, 반도체 기술의 급속한 진보에 의하여 각종 전자 장치의 저전압화 및 저전력화와 함께 전자 기기의 소형<3>

화, 박형화 및 경량화의 추세에 따라 새로운 환경에 적합한 전자 표시 장치로서 평판 패널형 표시 장치에 대한

요구가 급격히 증대되고 있다. 이에 따라 액정 표시 장치(LCD), 플라즈마 표시 장치(PDP), 유기 이엘 표시 장치

(OELD) 등과 같은 평판 패널형 표시 장치가 개발되고 있으며, 이러한 평판 패널형 표시 장치 중에서 소형화, 경

량화 및 박형화가 용이하며, 낮은 소비 전력 및 낮은 구동 전압을 갖는 액정 표시 장치가 특히 주목 받고 있다.

액정 표시 장치는 공통 전극, 컬러 필터, 블랙 매트릭스 등이 형성되어 있는 상부 투명 절연 기판과 스위칭 소<4>

자,  화소 전극 등이 형성되어 있는 하부 투명 절연 기판 사이에 이방성 유전율을 갖는 액정 물질을 주입해

놓고, 화소 전극과 공통 전극에 서로 다른 전위를 인가함으로써 액정 물질에 형성되는 전계의 세기를 조정하여

액정 물질의 분자 배열을 변경시키고, 이를 통하여 투명 절연 기판에 투과되는 빛의 양을 조절함으로써 원하는

화상을 표현하는 표시 장치이다. 

이러한 액정 표시 장치는 박막 트랜지스터(Thin Film Transistor; TFT) 소자를 스위칭 소자로 이용하는 박막 트<5>

랜지스터 액정 표시 장치(TFT LCD)가 주로 사용되고 있다. 

박막 트랜지스터(Organic Thin Film Transistor; OTFT)는 일반적으로 기판, 게이트 전극, 게이트 절연층, 소스<6>

/드레인 전극, 반도체층을 포함하여 구성된다. 

한편, 높은 전하이동도 등의 전기적 특성이 우수한 박막 트랜지스터를 제조하기 위해서는 고유전율 절연물질로<7>

게이트 절연층을 형성하는 것이 요구되고 있다. 그러나, 고유전율 절연물질로 게이트 절연층을 형성할 경우, 박

막 트랜지스터의 누설전류 또한 증가하는 경향이 나타나게 되어 박막 트랜지스터의 성능저하를 가져오는 문제점

이 있다. 

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

상술한 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 목적은 높은 전하이동도를 갖기 위해 고유전율 절연물질로 게이트 절<8>

연층을 형성하면서 동시에 박막 트랜지스터의 누설전류 감소를 가져올 수 있도록 하는 게이트 절연층을 구비하

는 액정표시소자용 박막 트랜지스터를 제공함에 있다. 

    발명의 구성 및 작용
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상술한 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 액정표시소자용 박막 트랜지스터는 기판 상에 형성된 게이트 전극<9>

과, 작용기(functional group), 금속산화계(Metal  oxide), 실리콘(Si) 및 산소(O)가 결합된 구조가 구비된 고

유전율 절연물질로 형성된 게이트 절연막과, 상기 게이트 절연막 상에 형성된 소스전극 및 드레인전극이 구비된

다. 

상기 실리콘 및 상기 금속산화계가 6개의 꼭지점들에 각각 배치되어 래더(ladder)형 단위구조로 형성되고, 상기<10>

실리콘 및 상기 금속산화계가 8개의 꼭지점들에 각각 배치되어 캐이지(cage)형 단위구조로 형성되고, 상기 실리

콘 및 상기 금속산화계가 9~18개의 꼭지점들에 각각 배치되어 캐이지(cage)형 단위구조로 형성된다. 

상기 고유전율 절연물질은 금속산화계(Me)-산소(O)-금속산화계(Me)로 이루어진 단위결합 또는 실리콘(Si)-산소<11>

(O)- 실리콘(Si)로 이루어진 단위결합으로 형성된다. 

상기 작용기는 유기 그룹(Group), 무기 고분자, 유/무기 하이브리드(Hybrid) 고분자, 단독 유기 고분자 및 복합<12>

유기 고분자 중 어느 하나로 구비한다. 

상기 금속산화계는 Barium strontium titanate, Barium zirconate titanate, Lead zirconate titanate, Lead<13>

lanthanum titanate, Strontium titanate, Barium titanate, Barium magnesium fluoride, Bismuth titanate,

Strontium bismuth tantalate, Strontium bismuth tanalate niobate, Al2O3, MgO, CaO, ZrSiO4, HfSiO4, Y2O3,

ZrO2, HfO2, SrO, La2O3, Ta2O5, BaO, TiO2 중 어느 하나로 구비한다. 

상기 게이트 절연막과 상기 소스/드레인전극 사이에 형성된 반도체층을 더 구비하고, 상기 반도체층은 실리콘층<14>

으로 형성하거나 또는 LCPBC(liquid Crystalline Polyfluorene Block copolymer), 펜타센(Pentacene) 및 폴리

사이오핀(polythiophene) 중 어느 하나인 유기반도체층으로 형성한다. 

도 1은 본 발명에 따른 액정표시소자용 박막 트랜지스터를 도시한 단면도이다. <15>

도 1에 도시된 바와 같이, 투명 절연 기판(10) 상에 형성된 게이트 전극(11)과, 게이트 전극(11) 상부에 고유전<16>

율 절연물질로 형성된 게이트 절연막(12)과, 게이트 절연막(12) 상부에 n형 불순물이 고농도로 도핑되어 있는

불순물 비정질 실리콘의 물질 및 도핑되지 않은 비정질 실리콘 물질로 이루어진 반도체층(13)과, 게이트 전극

(11)과 대응되는 영역에서 반도체층(13)을 노출시키며 서로 이격되게 위치하여 형성된 소스 전극(16a) 및 드레

인 전극(16b)을 포함한다. 그리고 소스 전극(16a) 및 드레인 전극(16b) 상부에는 보호막(18)이 형성되어 있고,

이러한 보호막(18)에는 드레인 전극(16b)을 노출시키는 콘택홀이 형성되어 있으며, 이러한 콘택홀을 통해서 드

레인 전극(16b)에 연결되는 화소 전극(19)이 형성되어 있다. 

상기와 같은 구조를 갖는 본 발명에 따른 액정표시소자용 박막 트랜지스터는 높은 전하이동도를 갖기 위해 고유<17>

전율 절연물질로 게이트 절연층을 형성하면서 동시에 박막 트랜지스터의 누설전류 감소를 시키기 위해, 작용기

(functional group: R), 금속산화계(Metal  oxide: Me), 실리콘(Si), 산소(O)가 결합된 구조의 고유전율 절연

물질(high dielectric constant insulator)이 게이트 절연막으로 형성되는 것을 특징으로 한다. 

상기 작용기(functional group: R), 금속산화계(Metal  oxide: Me), 실리콘(Si), 산소(O)가 결합된 구조의 고<18>

유전율 절연물질(high dielectric constant insulator)은 유전율이 8이상이다. 

상기  작용기(R)는  유기  그룹(Group),  무기  고분자(예를  들어,  Polyphosphazene,  Polysiloxane,<19>

Polysilane등등),  유/무기  하이브리드(Hybrid)  고분자,  단독  유기  고분자(예를  들어,  Polyacrylate,

Polyimide, Polyester) 또는 복합 유기 고분자(예를 들어, Copolymer) 중 어느 하나로 구성되고, 상기 금속산

화계(Me)는  Barium  strontium  titanate,  Barium  zirconate  titanate,  Lead  zirconate  titanate,  Lead

lanthanum titanate, Strontium titanate, Barium titanate, Barium magnesium fluoride, Bismuth titanate,

Strontium bismuth tantalate, Strontium bismuth tanalate niobate, Al2O3, MgO, CaO, ZrSiO4, HfSiO4, Y2O3,

ZrO2, HfO2, SrO, La2O3, Ta2O5, BaO, TiO2 중 어느 하나로 구성된다.

이때, 상기 고유전율 절연물질은 상기 실리콘(Si)-산소(O)-금속산화계(Me)로 이루어진 단위 결합이 화학식 1과<20>

같이 2차원적 구조로 결합된 래더(ladder)형 단위구조로 이루어지거나 또는 화학식 2와 같이 3차원적 구조로 결

합된 케이지(cage)형 단위구조로 이루어질 수 있다. 
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화학식 1

<21>

화학식 2

<22>

따라서, 화학식 1에 도시된 상기 래더(ladder)형 단위구조는 3개의 실리콘(Si)와 3개의 금속산화계(Me)가 각 꼭<23>

지점에 배치되어 상기 실리콘(Si)-산소(O)-금속산화계(Me)로 이루어진 단위 결합을 형성하고, 화학식 2에 도시

된 상기 케이지(cage)형 단위구조는 4개의 실리콘(Si)와 4개의 금속산화계(Me)가 각 꼭지점에 배치되어 상기 실

리콘(Si)-산소(O)-금속산화계(Me)로 이루어진 단위 결합을 형성한다. 

한편, 상기 케이지형 단위구조는 4개의 실리콘(Si)와 4개의 금속산화계(Me)가 각 꼭지점 즉, 8개의 꼭지점에 배<24>

치되어 육면체의 케이지형 단위구조를 형성하지만, 실리콘(Si) 및 금속산화계(Me)가 9~18개의 꼭지점에 배치되

어 다면체의 케이지형 단위구조를 더 형성할 수도 있다. 

그리고, 상기 금속산화계(Me)의 갯수가 증가되면 유전율이 더 증가될 수 있다. <25>

또한, 래더형 및 케이지형 단위구조는 실리콘(Si)-산소(O)-금속산화계(Me)의 단위결합만 개시하고 있으나, 실리<26>

콘(Si)-산소(O)-실리콘(Si), 금속산화계(Me)-산소(O)-금속산화계(Me)로도 변경될 수 있다. 

한편, 상기와 같은 고유전율 절연물질을 실리콘층으로 형성된 반도체층(13)이 구비된 액정표시장치용 박막 트랜<27>

지스터에 적용하고 있으나, 상기 고유전율 절연물질을 유기반도체층이 구비된 유기 박막트랜지스터에도 적용할

수 있다. 

이때, 상기 유기반도체층은 LCPBC(liquid Crystalline Polyfluorene Block copolymer), 펜타센(Pentacene) 및<28>

폴리사이오핀(polythiophene) 중 어느 하나로 형성한다. 

    발명의 효과

- 5 -

공개특허 10-2008-0061679



이상에서와 같은 액정표시소자용 박막 트랜지스터는 작용기(functional group: R), 금속산화계(Metal  oxide:<29>

Me), 실리콘(Si), 산소(O)가 결합된 구조의 고유전율 절연물질(high dielectric constant insulator)로 게이트

절연막을 형성함으로써, 높은 전하이동도를 갖지면서 동시에 박막 트랜지스터의 누설전류 감소를 시키는 효과가

있다. 

도면의 간단한 설명

도 1은 본 발명에 따른 액정표시소자용 박막 트랜지스터를 도시한 단면도<1>

도면

    도면1
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